BSX21

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
Firma: PHILIPS N 3
Wykonanie: tranzystor krzemowy epi- E ié
taksjalno-planarny n-p-n w obudowie me- "
talowej TO-18, kolektor polaczony z obu- =
dowa
Zastosowanie: sterowanie wskaznikow cyf- max 43 ;
min o7
rowych
Typy podobne: BFY45 (Siem) Rys. 1-610. BSX21
WartoSci charakterystyczne!’
min typ max
Icpo 1 200 nA | przy Iy =0, Usp =90 V
Icpo 0,25 50 uA | przy Iy =0, Ucg =90 V, t; = 150°C
Icgs 0,01 20 wA | przy Ugg =0, U =80V, t; = 85°C
Izpo 0,5 200 nA | przy Ic =0, Ugg =4V
Izpo 0,05 50 pA | przy Ic =0, Ugg =4 V, t; = 150°C
Ucgsar 0,7 \' przy Ic = 4 mA, Iy = 400 pA
Upesar 1,2 A% przy I = 4 mA, Iy = 400 pA
hy1g 60 przy Ic =1 mA, Ugg=1V
hy1g 20 80 przy Icr =4 mA, Ugp =1V
hytg 82 przy Ic =10 mA, Ugg =1V
hy1g 55 przy Ic =20 mA, Ugg =1V
Cc 3,4 4,5 pF |przy Ip=1,=0, Ucp =10 V
Cg 12 17 pF |przy Ic=1.=0, Ugg=0,5V
fr 60 160 MHz | przy Ic = 4 mA, Ugg =10 V
Wartosci graniczne c’j ﬁ S X 2 /

UCBO max 12024 v [bF] %’;’;ngg)
UCEO max 802)5) v 4 \
UEBO max 56 v
IC max 100 mA
Toar max 250 mA u
—IE max 100 mA
—Ig max 250 mA
Ptot max 3007 | mW
P 175 °C o
thj—a max 0v5 °C/mW
Ry j-c max 0,15 °C/mW N
tseq —65++175 °c 4
1 ¢y = 25°C
2) tranzystor BSX21 moze pracowaé w zakresie przebicia "

do Uce = 160 V przy Ptot < 100 mW i famb = 85°C
3) tranzystor BSX21 moze wytrzymaé obcigzenie po-

jemnoéciowe do 500 pF przed przelagczeniem przy

UcBmax = 150 V 0
4 Jc = 100 pA 0 a5 Y] 7
%) Ic =4 mA — . i
6 Iz = 100 pA Rys. 1-611. Zalezno$¢ pojemnosci C, od na-
D tamp = 25°C pigcia emiter-baza
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Rys. 1-612. Zalezno$¢ pojemnosci C, od na-

piecia kolektor-baza
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Rys. 1-614. Zalezno$¢é pradu zerowego kolek-

tora od temperatury ziacza

;&;0] B8SX27
A5 leso=rii)
2| les=9
max
d’//
0 £
rd //
7
4’/
7 L
//
//
v
bl
/0-2 /, /
/,0_3 / 1/
b/
0 50 w oy [

Rys. 1-613. Zalezno$¢ pradu zerowego emitera
od temperatury zlacza
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Rys. 1-615. Charakterystyka sterowania pra-
dowego
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Rys. 1-616. Charakterystyka sterowania na- Rys. 1-617. Zalezno$¢ czestotliwosei granicz-
pigciowego nej od pradu kolektora
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Rys. 1-618. Zalezno$¢ wspodlczynnika wzmoc- Rys. 1-619. Zalezno$¢ wspolczynnika wzmoc-

nienia pradowego od pradu kolektora tem- nienia pradowego od temperatury zlacza

peratury zlacza
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Rys. 1-620. Charakterystyki wyjsciowe Rys. 1-621. Zalezno$¢ napiecia nasycenia
kolektora od pradu kolektora
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Rys. 1-622. Zalezno$¢ napiecia nasycenia Rys. 1-623. Zalezno$é napiecia nasycenia

kolektora od temperatury zlacza bazy od temperatury zlacza



